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[bookmark: OLE_LINK1]Technické podmínky
Depoziční zařízení
Popis zařízení a jeho využití
[bookmark: _Hlk36816946]Zařízení pro depozici tenkých vrstev magnetronovým naprašováním. Zařízení je určené pro výzkum a vývoj 
v oblasti přípravy nových materiálů ve formě tenkých vrstev připravených metodou magnetronového naprašováni. Zařízení bude vybaveno držákem substrátu, který svými rozměry umožňuje pracovat s kruhovými substráty velikosti alespoň 4 palce. Tento držák umožňuje současné vyhřívání vzorků v prostředí obsahujícím kyslík minimálně na teplotu 600 stupňů Celsia, přivedení vysokofrekvenčního signálu/předpětí a rotaci v průběhu depozice. Zařízení je vybaveno alespoň třemi magnetronovými hlavami pro terče o průměru minimálně 3 palce, které budou vybaveny clonami. Každá hlava je napájena dedikovaným pulzním stejnosměrným zdrojem s frekvencí až 350 kHz. Zařízení bude počítačově řízené a bude ho možné provozovat v manuálním i plně automatickém režimu. Součástí dodávky je další rack obsahující 4 vhodné HiPIMS zdroje, které je možné synchronizovat. Tyto lze manuálně připojit k dodanému naprašovacímu systému, který bude pro tyto zdroje vybaven interlocky. Plná kontrola HiPIMS zdrojů a ukládání jejich dat bude na samostatném počítači, který bude součástí HiPIMS racku. 
Předmětem dodávky je kompletní, nové, nerepasované a zcela funkční zařízení. 

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce   
	

	Typ/Model     
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Zařízení umožňuje depozici vrstev a multivrstev metodou nereaktivního a reaktivního magnetronového naprašování na substráty umístěné na držáku vzorků.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení je osazeno minimálně 3 magnetronovými hlavami v konfokální konfiguraci. Magnetronové hlavy jsou připraveny pro kruhové terče o velikosti alespoň 
3 palce v průměru a jsou vybaveny vlastní elektrickou nebo pneumatickou clonou.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Naprašovací zařízení je ve sputter-down konfiguraci.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení obsahuje 2 vstupy pracovních plynů. Vstup argonu je umístěn u magnetronových hlav a plyn je směřován na terče. Vstup reaktivního plynu je umístěn u držáku substrátu a plyn je směřován na substráty umístěné na držáku substrátu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Magnetické pole hlav je možné vyměnit bez nutnosti otevření vodního chladícího okruhu a kontaminace komory chladící vodou. Součástí dodávky jsou magnety pro dosažení nevyváženého i vyváženého magnetického pole. Magnetické pole bude dostatečně silné, aby bylo možné odprašovat také ferromagnetické terče o tloušťce alespoň 3 mm. Toto je možné zajistit i dodáním dedikované sady magnetů, kterou bude fyzicky měnit uživatel.
Magnetronové hlavy a jejich magnetická konfigurace umožňují rozprašování pulzním stejnosměrným signálem, HiPIMS signálem.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení je vybaveno držákem, který svými rozměry umožňuje pracovat s kruhovými substráty velikosti alespoň 4 palce. Tento držák umožňuje současné vyhřívání substrátu položených na stolku v prostředí obsahujícím kyslík a/nebo dusík minimálně na teplotu 600 stupňů Celsia (měřeno na vzorcích), měření teploty, přivedení vysokofrekvenčního signálu a rotaci v průběhu depozice. Garantovaná teplotní stabilita vyhřívání držáku substrátu je lepší než ± 20 stupňů Celsia na maximální teplotě.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Terče jsou uloženy takovým způsobem, aby při jejich výměně nedošlo ke kontaminaci depoziční komory chladící vodou.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Pro snadný přístup do komory bude systém vybaven zvedacím zařízením horní příruby.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení je zajištěno interlocky proti poškození.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Je možné měnit vzdálenost držáku substrátu 
a magnetronových hlav o alespoň 5 cm pomocí posuvu držáku substrátu. Okamžitá pozice držáku substrátu je snímána elektronicky.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Zařízení je vybaveno okénkem a alespoň 4 volnými přírubami.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Stěny depoziční komory jsou chlazené průtokem chladící vody.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Je požadován mezní tlak v depoziční komoře menší nebo roven 5×10-4 Pa, komora je čerpána turbomolekulární vývěvou předčerpávanou suchou vývěvou.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Pozaďový tlak v komoře je měřen vhodnou vakuovou měrkou, pracovní tlak teplotně stabilizovanou kapacitní měrkou, měrky jsou oddělené od komory ventily. Komora je vybavena zavzdušňovacím ventilem. Vhodnou měrkou je měřen tlak mezi turbomolekulární vývěvou a předčerpávací suchou vývěvou.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení obsahuje 1 průtokoměr pro argon 
a minimálně 3 průtokoměry pro dávkování reaktivních plynů. Průtokoměry jsou kompatibilní 
se zpětnovazebním řízením SpeedFlo mini, Gencoa (zařízení samotné není součástí dodávky).
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Zařízení je vybaveno alespoň 3 pulzními stejnosměrnými zdroji, které mohou pracovat buď stejnosměrně nebo pulzně o frekvenci až 350 kHz.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Zařízení je vybaveno alespoň 1 radiofrekvenčním zdrojem o frekvenci 13,56 MHz pro zajištění předpětí na substrátu. Radiofrekvenční zdroj je vybaven automatickým přizpůsobovacím členem.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Depoziční zařízení umožňuje plně manuální řízení depozičního procesu přes počítačový interface.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Depoziční zařízení umožňuje průběh depozice plně automaticky řídit počítačem, který umožní připravit před samotnou depozicí recept – soubor kroků, které budou v průběhu depozice provedeny. Tento recept půjde uchovat pro případné zopakování experimentu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	V průběhu manuální i automatické depozice budou klíčové fyzikální veličiny (např. pracovní tlak, průtok plynů, teplota substrátu, předpětí na držáku vzorků, napětí na katodách apod.) ukládány pro případné vyhodnocení průběhu depozičního procesu. Uložená data lze exportovat pro vyhodnocení na externím počítači.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	K zařízení je dodán další rack se 4 HiPIMS generátory. Tři vhodné generátory jsou využity k napájení magnetronových hlav. Čtvrtý vhodný HiPIMS generátor je využit pro přivedení předpětí 
na substrát. Všechny HiPIMS generátory je možné vzájemně synchronizovat s možností posuvu fáze pulzů.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	HiPIMS generátory jsou ovládány dedikovaným počítačem.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	HiPIMS generátory je možné připojit k magnetronovým hlavám místo pulzních DC zdrojů a k držáku vzorků místo RF zdroje.  Vhodnými interlocky je zabezpečen jejich bezpečný provoz.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Potlačení oblouku v HiPIMS generátorech 
do max 3 ms.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Možnost využití standardního jednopulzního unipolárního HiPIMS režimu – nastavení délek pulzů alespoň v intervalu 5–500 ms, čas mezi jednotlivými pulzy alespoň v intervalu 10 ms –10 ms, maximální opakovací frekvence pulzů alespoň 10 kHz.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Dosažení napětí v každém HiPIMS pulzu alespoň 1000 V.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Dosažení proudu v každém HiPIMS  pulzu alespoň 500 A pro opakovací frekvence do 1 kHz.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	V počítači ovládajícím HiPIMS generátory je možné bez využití externího generátoru funkcí nastavit multipulzní režim - možnost seskupení pulzů 
do pulzních balíčků – možnost nastavení délky jednotlivých pulzů v balíčku v intervalu alespoň 
5–100 ms, čas mezi pulzy v balíčku nastavitelný alespoň v intervalu 5–100 ms, čas mezi jednotlivými pulzními balíčky alespoň v intervalu 100 ms –10 ms, maximální opakovací frekvence balíčků pulzů alespoň 10 kHz, rozsah nastavení pulzů v balíčku minimálně v intervalu 2-16. Možnost dosažení napětí v každém HiPIMS pulzu alespoň 1000 V a dosažení proudu alespoň 500 A v alespoň 1 pulzu v balíčku pulzů 
pro opakovací frekvence balíčků do 1 kHz.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Základní parametry (např. průměrné napětí, proud 
a výkon) HiPIMS zdrojů lze ukládat. Zařízení je vybaveno měřícím systémem umožňujícím naměření napěťových a proudových waveforem, které půjde ukládat pro následné zpracování na osobním počítači.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Dodané zařízení je možné připojit k existujícímu chladícímu okruhu na místě dodání ve vlastnictví zadavatele a hlavní zařízení i HiPIMS rack jsou vybaveny vyměnitelným filtrem s oky 100 mm nebo jemnějšími.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Dodavatel poskytuje vzdálenou podporu a servis pomocí vzdáleného přístupu k systému.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Operátoři mohou kontrolovat systém na dálku z jiných zařízení připojených k internetu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Záruční doba minimálně 1 rok na všechny součásti dodávky.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.





























The Technical conditions
The technical conditions are in both Czech and English. In the event of a discrepancy between the Czech and English language versions, or in the event of a dispute as to the interpretation of the terms used, the Czech language version shall prevail.

Deposition device
Device description
Magnetron sputtering deposition device. The device is used for the research and development of new materials in the form of thin films prepared by magnetron sputtering. The device will we equipped by a sample holder allowing for the use of 4-inch wafer substrates. The sample holder allows for simultaneous substrate heating up to 600°C (temperature of the substrates) in oxygen containing environment, biasing and sample rotation during the deposition. The device is equipped with at least 3 magnetron heads for planar circular targets with a diameter of at least 3-inches equipped with automatic shutters. Each head will be powered by a pulsed DC source with working frequency up to 350 kHz. Bias will be powered by a RF source connected to the substrate holder through an automatic matchbox. Pulsed DC power sources can be synchronised. The device can be operated in a manual or a fully automatic mode. A standalone rack containing 4 HiPIMS power sources will be provided – 3 power sources for magnetron head powering and 1 for substrate bias. All the HiPIMS power sources can be synchronised. These can be manually connected to the provided sputtering system and will be interlocked by the system. Full control of the HiPIMS power sources and their data logging will be done by a standalone computer integrated into the HiPIMS rack. 

The subject of delivery is a complete, new, non-refurbished and fully functional device. 

	Parameter
	Parameter

	Manufacturer  
	

	Type/Model     
	



	Minimal required technical parameters
	Technical parameters provided by the supplier

	The device allows for the deposition of single- and multilayers by non-reactive and reactive magnetron sputtering onto substrates placed on the substrate holder.
	(YES/NO)

	The device is equipped by at least 3 magnetron heads in a confocal configuration. The magnetron heads are prepared for planar circular targets with the diameter of at least 3 inches and are equipped by an electric or pneumatic shutter.
	(YES/NO)

	The device is in sputter-down configuration.
	(YES/NO)

	The device has 2 input points for working gasses. Argon input point is located near the magnetron heads and the gas flow is directed towards the targets. Reactive gas input is close to the substrate and the reactive gas flow is directed toward the substrates on the substrate holder.
	(YES/NO, description of the technical solution)

	The magnetic field in the magnetron heads can be exchanged without the need to open the water-cooling circuit and contamination of the chambre by the cooling water. Magnets for balanced and unbalanced magnetic field are included. The magnetic field is strong enough to allow for sputtering of ferromagnetic targets at least 3 mm thick. This can be facilitated also by supplying dedicated magnets for use with ferromagnetic operation that will be manually changed by the user. The magnetron heads and their magnetic configuration allow for sputtering by pulsed DC and HiPIMS.
	(YES/NO)

	The device is equipped by a substrate holder with dimensions allowing for the deposition onto 4-inch planar circular wafer substrates. The sample holder allows for simultaneous substrate heating up to 600°C (measured on the substrates) in oxygen containing environment, instantaneous temperature measurement, biasing and sample rotation during the deposition. The guaranteed temperature stability of the substrate heating is better than ± 20°C at the maximum temperature.
	(YES/NO, true value, description of the technical solution)

	Targets are mounted in a way that their change will not result in cooling water circuit opening and chamber contamination.
	(YES/NO)

	Top of the chamber will be equipped by an opening mechanism for ease of chamber access.
	(YES/NO)

	The device is interlocked for safety of use.
	(YES/NO)

	The distance between the substrate holder and the magnetron heads can be changed by at least 5 cm by the substrate holder movement. Instantaneous position is electronically measured.
	(YES/NO, true value, description of the technical solution)

	The device is equipped by a window and at least 4 free flanges.
	(YES/NO)

	The deposition chamber is water-cooled.
	(YES/NO)

	The base pressure is lower than or equal to 5×10-4 Pa. The chamber is pumped by a turbomolecular high vacuum pump and dry forevacuum pump.
	(YES/NO, true value, description of the technical solution)

	The base pressure is measured by an appropriate gauge, the working pressure is measured by a capacitive gauge; both gauges are separated from the chamber by automatic valves. The chamber is equipped by an appropriate venting valve. The pressure between the turbomolecular pump and the dry fore pump is measured by an appropriate gauge.
	(YES/NO)

	The device is equipped by 1 argon mass flow controller and at least 3 mass flow controllers for reactive gas dosing. The mass flow controllers are compatible with Speedflo mini fast feedback device by Gencoa (currently on site, not part of the tender). 
	(YES/NO, true value)

	The device is equipped by 3 appropriate pulsed DC power source with frequencies up to 350 kHz. DC operation is possible.
	(YES/NO, true value and description of the technical solution)

	The device is equipped by an appropriate RF source at the frequency of 13.56 MHz and an automatic matchbox for RF substrate biasing.
	(YES/NO, description of the technical solution)

	The device can be operated in a fully manual mode through a computer GUI.
	(YES/NO)

	The device can be operated in a fully automatic mode through a recipe (ordered deposition steps) loaded before the deposition. This recipe can be saved for future repeat of the experiment.
	(YES/NO)

	Key physical parameters (e.g. pressure, gas flow, substrate temperature, cathode voltage, etc.) will be logged during manual and the automatic operation. Saved data can be exported for analysis on an external computer.
	(YES/NO)

	An external rack with 4 HiPIMS power sources is provided. The rack is equipped by 3 appropriate HiPIMS power sources for powering of the magnetron heads. The rack is equipped by 1 appropriate HiPIMS power source for substrate biasing. All power sources can be synchronised. Pulse phase delay is possible.
	(YES/NO, description of the technical solution)

	The HiPIMS power sources are controlled by a dedicated computer.
	(YES/NO)

	HiPIMS generators can be manually connect to the magnetron heads instead of the pulsed DG generators and the substrate folder instead of the RF generator. Safety of use is ensured by interlocks. 
	(YES/NO)

	Ark inhibition in the HiPIMS generators is not slower than 3 ms.
	(YES/NO)

	Standard unipolar pulsing possibilities – pulse lengths at least covering the interval of 5-500 ms, off-times between pulses at least covering the interval of 10 ms – 10 ms, maximum pulsing frequency at least 10 kHz.
	(YES/NO)

	Reaching the voltage of at least 1000 V in every HiPIMS pulse. 
	(YES/NO)

	Reaching the current of at least 500 A in every HiPIMS pulse for pulse frequencies up to 1 kHz. 
	(YES/NO)

	In the computer controlling HiPIMS generators, it is possible to use multipulsing regime – pulse grouping into pulse packages - without the need for an external function generator. The length of individual pulses in the package at least covers the interval of 5-100 ms, off-time between the pulses in the package at least covering the interval of 5-100 ms, off time between pulse packages at least covering the interval of 100 ms – 10 ms, pulse package pulsing frequency at least 10 kHz, number of pulses in the pulse package at least covering the interval of 2-16. Voltage of at least 1000 V can be reached for each pulse, current of 500 A can be reached at least for 1 pulse in each pulse package for frequencies up to 1 kHz.
	(YES/NO)

	Key physical parameters (e.g. average voltage, current and power) from the HiPIMS rack are logged. The device is equipped by a measuring system allowing to perform time resolved measurement of the current and voltage waveforms from all HiPIMS generators.  
	(YES/NO)

	The supplied device can be connected to user’s existing cooling circuit on site and the main device as well as the HiPIMS rack include removable and cleanable water filter with a 100 mm filtering screen or finer.
	(YES/NO)

	Remote support and troubleshooting of the supplier are available using remote connect server.
	(YES/NO)

	Operators can control the system and HiPIMS rack remotely from other devices connected to internet.
	(YES/NO)

	The guarantee period is at least 1 year for all parts of the supply.
	(YES/NO, true value)


*The supplier shall indicate YES/NO and complete the required information. If the Supplier adds NO to the Minimum Required Technical Parameters, this shall be grounds for disqualification of the Bidder from further participation 
in the procurement process. The Supplier shall be required to attach its own technical specification or its own description of the equipment to this Technical Specification.
image1.wmf

